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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEl: Dispositifs a

semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est 'i_ssu des documents suivants:

DIS Rapports de vote
47(BC)1252 47(BC)1333
47(BC)1314 47(BC)1343
47(BC)1316 47(BC)1348 r

N

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus toute' info

vote ayant abouti & I'approbation de cet amendement.
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CHAPITRE II: ESSAIS MECANIQUES
Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

2.3 Résistance des CMS en boitier plastique a I'effet combiné de I'humidité
et de la chaleur de soudage
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS Reports on voting
47(CO)1252 47(C0)1333
47(CO)1314 47(C0O)1343
47(CO)1316 47(CO)1348

FJ:II information on the voting for the approval of this amendmen
reports on voting indicated in the above table.
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CONTENTS
CHAPTER IlI: MECHANICAL TEST METH
Agd the titles of the following

23 Resistanceof pla
and sold@he

7 Die shear s

PFge 19

CHAPTER Il: MECHANICAL TEST METHODS
Add the following new subclause:

2.3  Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture
and soldering heat
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2.31  Objet

Ce paragraphe propose une méthode d'essai destinée a garantir la résistance a ia chaleur
de soudage des composants pour montage en surface (CMS) en boitier plastique. Cet
essai est destructif.

2.3.2 Description générale

Les craquelures du bontler et les défaullances électnques mtervenant dans les CMS a

: . bssion
de vapeur de humlduté absorbée lors du stockage Ces problémes ont été évalués Cette
méthode d’'essai consiste & évaluer la résistance & la chaleur des—-CMS apres leg avoir
plongés dans un milieu simulant 'humidité absorbée lors du stockage enentrepét ou dans
un endroit sec.

2.3.3 Appareillage d’essai et matériaux

a) Chambre d’humidité

La chambre d’humidité doit créer un milie
relatives définies au point ¢) de 2.3.4.

pérature et I'humidité

b) Appareillage de brasage

Les appareillages de brasage € ! gr fusion infrarouge doivent fournir
des profils de températures :
aux points d)1) et d)2) de 2(3.4.

i3 age \par fusion doivent s'effectuer & l'aide des
urface-du\boftier pendant que le dispositif est soumjs a la

Adhésif

-— Thermocouple
Résine

Support

I

CEl 102193

NOTE — !l convient que I'adhésif ait une bonne conductivité thermique.

Figure 3 — Méthode de mesure du profil de température d'un spécimen

c) Support

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, on peut utiliser n'importe
quel matériau de circuit tels que I'alumine, la fibre de verre epoxy ou polyimide ou du fil
de fer. Monter le spécimen sur le circuit selon les méthodes habituelles et dans la
position indiquée a la figure 3.
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2.3.1 Object

This subclause provides a test method for assessing the resistance to soldering heat of
plastic encapsulated surface mounted devices (SMDs). This test is destructive.

2.3.2 General description

Package cracking and electrical failure in plastic encapsulated SMDs can result when

g
s{orage. These problems are assessed. In this test method, SMDs are evaluated for heat
rgsistance after being soaked in an environment which simulates moisture being absorbed

ile under storage in a warehouse or dry pack.

2/3.3 Test apparatus and materials

a) Humidity chamber
The humidity chamber shall provide an environmen
and relative humidity defined in item c) of 2.3.4.

b) Reflow soldering apparatus
Vapour phase soldering apparatus 3

<«— Thermocouple

Resin

Holder g

IEC 1021193

NOTE - The adhesive agent should have a good thermal conductivity.

Figure 3 — Method of measuring the temperature profile of a specimen

¢) Holder

Unless otherwise specified in the relevant specification, any board material, such as an
alumina, epoxy fibreglass or polyimide, or a wire net may be used for the holder. The
specimen shall be mounted on the board by the usual means and in a position as given
in figure 3.
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d) Bain de soudure

Le bain de soudure doit étre conforme aux conditions de chaleur de soudage indiquées
au point ¢) de 2.3.4.

e) Solvant pour brasage en phase vapeur
Utiliser du perfluorocarbone (de I'isobuténe perfluoré).

f) Flux

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, le flux doit comprendre (en
masse): 25 % de colophane, 75 % d’alcool isopropylique, selon les spécifications de
I'annexe C de la CEl 68-2-20".

g) Soudage
On doit utiliser un soudage dont la composition figure da 2-20.

2.3.4 Exécution

a) Mesures initiales
1) Inspection visuelle

L'inspection visuelle s’e de la

CEl 749.
2) Mesures électriques
essais éle

b) Précondjti

Porter " spéci

imale

et le

.

\Mékl?ode Température Humidité relative Temps d'immersion
°C % h
A 852 305 168 £+ 24
B 85t2 65+5 168 £+ 24
c 8512 855 24+2

CEl 68-2-20: 1979, Essais d'environnement ~ Partie 2:

Essais — Essai T: Soudure
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2,

.

d) Solder bath

The solder bath shall comply with the condition of soldering heat given in item c) of
2.3.4.

e) Solvent for vapour phase soldering
Perfluorocarbon (perfluoroisobutylene) shall be used.

f) Flux

Unless otherwise specified in the relevant specification, the flux shall consist of 25 %
by weight of colophony in 75 % by weight of isopropyl alcohol, both as specified-in
appendix C of IEC 68-2-20".

g) Solder
Solder of composition as specified in appendix B of IEC 68-2-2Q sk

3.4 Procedure

a) Initial measurements
1) Visual inspection

Visual inspection shall be pe
IEC 749.

2) Electrical measurement
Electrical testing shajl be perfor

b) Preconditioning

The specimen shallkbe bake
this is lower.

NOTE - The precondifi

MethN Temperature Relative humidity Soaking time
°C % h
A 85+2 3015 168 + 24
B 8512 655 168 £ 24
c . 85+2 8515 2412

IEC 68-2-20: 1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering
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d) Chaleur de soudage

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, le spécimen doit étre soumis
a la chaleur de soudage dans les 24 h suivant la fin de I'immersion.

Les méthodes et les conditions relatives a la chaleur de soudage doivent étre sélec-
tionnées parmi les points d)1) a d)3) de ce paragraphe selon la spécification applica-
ble. Chaque essai, quelle que soit la méthode d’essai employée, doit comporter un
cycle.

1) Méthode de chauffage par brasage en phase vapeur

iy —Préparation
Monter le spécimen sur le support.
ii) Préchauffage

Sauf spécification contraire, préchauffer le spécimen 3<la tepératite de 150 °C
+ 10 °C pendant 1 min & 2 min dans I'appareillage de age enphase vapeut.

iii) Chauffage de la soudure

Augmenter la température du spécimen apré
du spécimen atteint 215 °C £ 5§ °C, le mainteni
+ 3 s (voir 2.3.8.1).

2) Méthode de chauffage par refusion inf, ge
i) Préparation

la tempénature
e pendant|40 s

Monter le spécimen sur le
i) Préchauffage

spécimen a la température de 150 °C
pareillage de brasage par fusion & jnfra-

gchauff
ans w\a

spécimen, augmenter sa température jusqufa la
240 °C et la diminuer ensuite pour atteindre la

sngenies bornes du spécimen dans le flux & température ambiante.
ii) Nettoyage de la soudure

La surface de la soudure fondue doit étre éliminée a I'aide d'une spatule en|acier
inoxydable ou en matériau équivalent.

iii) Immersion dans le bain de soudure (si applicable)

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, immerger le spécimen a
10 mm £ 5 mm de profondeur dans la soudure comme le montre la figure 4. La
vitesse d’'immersion et de retrait du spécimen doit étre de 25 mm/s + 2,5 mm/s,
conformément aux conditions réelles de soudage, la température et ie temps
d'immersion doivent étre sélectionnés dans le tableau suivant:

iv) Retrait du flux résiduel
Aprés 'immersion du spécimen dans le bain de soudure, retirer le flux résiduel.
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d)

Soldering heat

Unless otherwise specified in the relevant specification, the specimen shall be
subjected to the soldering heat within 24 h of finishing the moisture soaking.

The method and condition of soldering heat shall be selected from items d)1) to d)3) of
this subclause according to the relevant specification. Each test, whichever method is
chosen, shall consist of one cycle.

1)

Method of heating by vapour phase soldering
i) Preparation

2)

3)

iy lonin.tt Ider bath (w! leable)

The specimen shall be mounted on the holder.
ii) Preheating

Unless otherwise specified, the specimen shall be preheated a
150 °C £ 10 °C for 1 min to 2 min in the vapour phase soldering.a

iii) Solder heating

40 s + 3 s (refer to 2.3.8.1).
Method of heating by infrared reflow soldering
i) Preparation

The specimen shall be mounted
ii) Preheating

Unless otherwise specified, the/specimencsh e preheated at a temperature of .
150 °C £ 10 °C for 1 mi ini infrared\refiow soldering apparatus.

iii) Solder heating
Following preheg
maximum@t 2

Following pgreheating : perature of the specimen will follow the values as
indicated i e\pre gi figure 11 of 2.3.8.2.

p.of the specimen shall be raised to 240 °C
perature (see 2.3.8.2).

The terminations of the specimen shall be dipped into the flux at room temperature.
ii) Solder

The surface of the molten solder shall be wiped off with a spatula made of stainless
steel or equivalent.

eaning

Unless otherwise specified in the relevant specification, the specimen shall be
immersed to a depth of 10 mm + 5 mm in the molten solder as shown in figure 4.
The speed of immersion and withdrawal shall be 25 mm/s + 2,5 mm/s. In accordance
with the actual condition of soldering process, the temperature and the immersion
time shall be selected from the following table.

iv) Removal of residual flux
After immersion into the solder bath, the residual flux shall be removed.
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Température Temps d'immersion
Méthode de la soudure fondue Remarques
°C s
A 24515 5§11 Vague simple
B 2605 §+1 Vague simple
c 2605 1011 Vague double

Montage
Profondeur: 10 mm £ 5§ mm

in de’soudure

CEl 1022193

e) Reprise
applicable, stocker le spécimen daps les

slle aprés l'essai selon les indications de larticle 5,

électriques selon les exigences de la spécification applicabie.

Paragraphe

a) Matériau du support point ¢) de 2.3.3

b) composition du flux point f) de 2.3.3

c) critéres de défaillance points a) et f) de 2.3.4
d) préconditionnement point b) de 2.3.4

e) immersion ' point ¢) de 2.3.4

f) méthode et conditions de la chaleur de soudage point d) de 2.3.4

g) profondeur et vitesse d'immersion et de retrait point d)3) de 2.3.4

h) conditions de la reprise point e) de 2.3.4
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Temperature of Immersion time
Method molten solder Remarks
°C s
A 245+ 5 51 Single wave
B 260+ 5 5+1 Single wave
C 2605 101 Double wave

e)

If recovery is specified i

Jig
Depth: 10 mm £ 5 mm /

Recovery

Subclause

a) (Material of holder itemc) of 2.3.3
b)/composition of flux item f) of 2.3.3

¢) failure criteria items a) and f) of 2.3.4
d) preconditioning itemb) of 2.3.4

e) moisture soaking item ¢) of 2.3.4

f) method and condition of soldering heat item d) of 2.3.4

g) depth and speed of immersion and withdrawal item d)3) of 2.3.4

h) recovery conditions item e) of 2.3.4
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2.3.6 Description de I'immersion
2.3.6.1 Guide

On utilise les méthodes A et B du tableau du point ¢) de 2.3.4 pour les essais de qualifi-
cation des CMS et la méthode C pour les essais de réception des CMS.

La méthode A est prévue pour les dispositifs & encapsulation séche alors que la

conditions atmosphériques normales d'essai.

Si les craquelures du boitier sont dues a la chaleur de soudage g e 'des conditions
d'immersion de la méthode B, il est recommandé de mettre J¢ i
lation séche ou de les stocker dans un milieu sec.

itions
e les

raque-
puce.
3 85 %
d’humidité relative: ue. l'épaiss 3 ier a

La saturation ‘est né fr un
stockag . pend
de\la . >Si l'on connait I'épaisseur de la résine (définiel a la
: s umidité pour arriver a saturation & 85 °C dépend de
me le montre la figure 7. Il semblerait que pour un| CMS

eur de la résine est comprise entre 0,5 mm et 1,3 mm, un temps

uniqueme

hupidité saturée de la résine dépend de la température et de I'humidité
o le montre la figure 8. L’humidité relative nécessaire a I'immersiorn peut
étredétermiriée par la figure 8, de fagon A faire correspondre la teneur en humidité a
85-°C avec la teneur en humidité & température ambiante. Les conditions de I'immersion
pour les essais de chaleur de soudage sont déterminées a la figure 8 comme l'indique le
tableau 2.

La figure 9 représente la teneur en humidité de la résine au voisinage de 'embase ou de
la puce dans les conditions d'immersion et les conditions réelies de stockage.
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2.3.6 Description of moisture soaking
2.3.6.1 Guidance for moisture soaking

Method A and Method B in the table given in item c¢) of 2.3.4 are intended to be used for
the purpose of qualification testing of SMDs, and Method C for acceptance testing of
SMDs. '

Method A is intended to be used for dry packed devices, whereas Method B is intended

foruse—withrnon=dry packed-SMbDswhich—have been—storedunder standard—atmospheric

conditions for testing.

Where package cracking is generated by soldering heat after the
copdition of Method B, it is recommended that devices be dry packeg
atmosphere.

—

it the cracking is generated by soldering heat after the moisture

P(Bs.

2.3.6.2 Considerations on which the condition of moi:

The presence of moisture in packages i
resin. The moisture content of the resi
du ing soldering emanates from near the

water vapour into the
, since package crackmg

the resin thickness from th
indicates that 168 h are needed

Saturation is needed fo
which occurs wh@l!
intp resin depends

sajurating moisturetin
sepms that for anR
maisture soa

The saturate coritent of resin depends on temperature and relative humidity as
shpwn in figure'8 a\relative humidity required for moisture soaking can be determined
byl figure 8-s0-that thé content of moisture at 85 °C can be made to correspond with the
coptent of-moisture at room temperature. Conditions of moisture soaking for soldering
hejat tests are determined by figure 8 as shown in table 2.

Figure 9 shows the moisture content in resin near to the die pad or die under conditions of
moisture soaking and under actual storage conditions.
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Teneur en humidité
de la résine (mg/cma)

749 amend. 2 © CEl:

Pastilie

10
168 h

8 4 72h .

Résine

48 h

6-

47 —————J 24

2..

0 . . 8h

0 02 04 06 08
\—l Surface arriére |

Distance a partir de la surface arriére du CMS (mm)

CEl 1023/93

Figure 5 ~ Processus de diffusion de
'humidité a 85 °C, 85 % HR

Temps pour que la teneur
en humidité au centre
du boitier atteigne 95 % (h

A\
RS

300 -

¥ H
05N/ 1.0 1,5 2
Epaisseur de la résine (mm)
CEI 102593

Figure 7 - T 4§ ionj !
saturation & 85 °C en fonction
de I'épaisseur de la résine

lion de I'épaisseur
a'résine

(mg/cms)

10 A

1993

Conditions Conditions

de stockage équivalentes
whumidite & 25°C 485rC
¢ la résine

100 % HR

6 ] g T
/ —11 50 % HR
4 _/ '
1
Méthode A] — 30 % HR
» f;&‘ =
1 t
t |
0 t L ¥ v L} L
0 20 40 60 80 1p0
Température (°C)
CEI 1026193
= idi e

de la résine en fonction de
la température
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at th: centre of the package
to redch 95 % (h)

Time
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Moisture contents
of resin (mg/cm®)
10
. 168 h
8 - 72h
48 h
6 1
47 o~
2 Die pad /
o 8h
NOTE - "a" or "b", the
\—{Black surface of SMD] [D:e pad l-ﬂ as the resin thickn@ss
Distance from back surface of SMD (mm)
IEC 102393

sin thickness

Equivalent
conditions

at 85 °C
|

100 % RH

saturation at 85 °C as a
function of resin thickness

500 AN
400 Q
300 A
| 50 % RH
200 4
30 % RH
100
1 1
1 '
0 v 1 0 Tl T T T 4
0,5 o/ 1,5 2 0 20 40 60 80 100
Resin thickness (mm) Temperature (°C)
IEC 1025193 IEC 1024193

saturated moisture content
of resin
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Tableau Il - Comparaison entre les conditions réelles de stockage et les conditions
d’'immersion équivalentes avant la chaleur de soudage

Humidité relative
Méthode Conditions réelles de stockage de I'immersion & 85 °C
%
A 25 °C typ., 20 £ 10 % HR 30+5
B 25°Ctyp., 60+ 15 % HR 6515

Teneur en humidité

de la résine au voisinage
de I'embase ou de la puce
aprés I'immersion (mg/cm”)

4 85°C, 85 %

8-
85 °C, 65 % HR, 168 h

6 -
25 °C, 75 % HR, 2000 h

&

85.°C, oHR18h

2 —
BSK‘\ﬁa\i}mmpsulanon séche) \
—

1
1,0

Epalsseur de la résine (mm)

idité de la résine au voisinage de I'embase ou de la pu
ion de I'épaisseur de la résine soumise & différentes conditio

doit ‘cependant étre employée avec prudence pour les raisons suivantes:

— Si la teneur en humidité d'un dispositif ne varie pas, selon la différence de

1.5

CEl 1027193

condi-

tions de stockage du dispositif, la surface du dispositif contient beaucoup d'humiqlité, la

partie interne du dispositif est séche et inversement.

— Sila teneur en humidité de la résine ne varie pas, selon le taux de résine contenu

dans le dispositif, la teneur en humidité du dispositif varie.

2.3.7 Maesure de Ia teneur en humidité

L'exécution de la mesure de la teneur en humidité d’un dispositif tel qu'un CMS s’effectue

comme suit:

— Peser le dispositif avec une précision de 0,1 mg par dispositif (=x).
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Table 1l - Comparison of actual storage conditions and equivalent moisture soaking
conditions before soldering heat

Relative humidity
Method Actual conditions of storage for moisture soaking at 85 °C
%
A 26 °C typ., 20 £ 10 % RH 30t5
B 25°Ctyp., 60 £ 15% RH 655

10 JERN

«— 85°C,85%RH, 24

Moisture content of

resin near die pad or

ie aﬂea moisture soaking
mg/cm®)

85 °C, 65 % RH, 168 h

X
25 °C, 75%RH 2000 h

4—
85°C 30 %.RH, 16

Resm thickness (mm)

N
|

1
1,0 1.5

IEC 102793

content in SMDs ée 2.3.7). Measurement of the MCD is, however, to be used carefully
because.of the following reasons.

- If the MCD is stable, accordmg to the dufference in the storage condmon of the

is dry, and vice versa.

— If the moisture content of resin is stable, according to the ratio of resin in the de-
vice, the MCD varies.

2.3.7 Procedure for moisture content measurement

A procedure for measuring the moisture content of a device such as an SMD is described.

— The device is weighed with an accuracy of 0,1 mg per device (=x).
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- Selon la valeur maximale de température de stockage autorisée dans la spécifi-
cation applicable, faire sécher les dispositifs pendant 24 h 4 150 °C ou pendant 48 h &

125 °C.

-~ Laisser refroidir le dispositif & température ambiante pendant 30 min + 10 min.

— Peser a nouveau le dispositif (=y).

— Calculer la teneur en humidité du dispositif (MDC) a 'aide de I'équation suivante:

LAda= g

2.3.8.1 Profil de température de brasage en phase vapeur

Le chauffage de soudure utilisant ie brasage en phase
profil de température indiqué sur la figure 10.

: it @tre effectué selon le prg
température indiqué sur la figure

10sx1s

Température [ampérature 240 °C max. la—
235°C £5°C \:F

C
<

150°C £ 10°C
~a

1miné2min L—-pl1min52m

fil de

Temps Temps
CEl 102893 CE!l

Figure 10 — Profil de température de Figure 11 — Profil de température de
brasage en phase vapeur refusion infrarouge

1029193
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— As permitted by the absolute maximum rating of storage temperature in the relevant
specification, the device is dried for 24 h at 150 °C or 48 h at 125 °C.

— The device is allowed to cool down to rcom temperature for 30 min £ 10 min.
— The device is reweighed (=y).

- The moisture content of the device (=MCD) is calculated using the following
equation:

2|3.8 Temperature profiles of reflow soldering heat

213.8.1 Temperature profile of vapour phase soldering

Solder heating using vapour phase soldering shall be performed empera-
ture profile shown in figure 10.

Solder heating using infrared reflow sgiderin e gecording to the tempera-
yre profile shown in figure 11.

-~

10sx1s

240 °C max.
235 °C15°C\t I

Tlemperature

150°C £ 10 °C

L——J 1 min to 2 min

Time
IEC 102893 IEC 1029193

Fiigure 10= Temperature profile of vapour Figure 11 — Temperature profile of
phase soldering infrared reflow soldering
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Page 30

Ajouter le nouvel article suivant:

7 Essal de résistance de la pastilie au cisaillement
7.1  Objet

L’essai de résistance de la pastille au cisaillement a pour but de déterminer la cohérence

des matériaux et des méthodes utilisés pour fixer les pastilles & semiconducteurs.qu les
éléments passifs aux embases de boitiers ou autres substrats.

NOTE - Cette détermination est fondée sur la mesure de la force appliquée @ j ’ ent et,

harge

a) un outil de contact qui\applique : 2 stille
: de strat
(voir figure 4). Un maténau souple sI| 3 ‘outi ilis§ pour

|for arg
e lavpleine échelle ou 0,5 N, la plus grande des|deux

harge appliquée;

A une source lumineuse appropriée permettant
ple avec un grossissement de 10x) de la pastille|et de

I'outil
til de

tenu des précisions suivantes.

a) Quand on utilise un appareil & mouvement rectiligne, la direction de la force
appliquée doit étre parali¢le au plan de I'embase ou du substrat, et perpendiculaire a la
pastille soumise a I'essai.

b) Quand on utilise un dynamométre circulaire a levier pour appliquer la force requise
pour I'essai, il faut le faire pivoter autour de I'axe du levier et le mouvement doit étre
paraliégle au plan de I'embase ou du substrat et perpendiculaire au bord de la pastille
soumise a I'essai. La piéce de contact fixée au levier doit I'étre & une distance propre a
assurer une valeur précise de la force appliquée.
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Add the following new clause:
7 Die shear strength test
7.1 Object

The object of the die shear strength test is to determine the integrity of materials and

ptocedures used to attach semiconductor dies or passive elements to package headers or
other substrates.

NOTE - This determination is based on a measure of the force applied to the die or td the element) and, if
a failure occurs, the type of failure resuiting from the application of force and the visual appe g of the
residual die attach media and the header/substrate metallization.
This method is not applicable for die areas greater than 10 mme.

7|2 Description of the test apparatus

The apparatus for this test shall consist of a load 2
linear motion force-applying instrument or a circular d
addition it shall have the following:

in"the form of a
a lever arm. In

a) a contact tool which applies a uqiform lqad t the edge of the die, perpendicular to

c) a means of indic
d) a facility, Yo i B light_sotirce, to allow visual observation (e.g. at 10x

e) a fixtupe 3 al_capability relative to the die contact tool and package/
substrate\holding\i jow line contact of the tool along the whole edge of the die

7|13 Test method

Al forcetsufficient to shear the die from its mounting or equal to twice the minimum speci-
fied/shear strength (see 7.4), whichever is the smaller, shall be applied to the die using

the apparatus of 7 2 ahove with the following provisions

a) When a linear motion force-applying instrument is used, the direction of the applied
force shall be parallel with the plane of the header or substrate and perpendicular to
the die being tested.

b) When a circular dynamometer with a lever arm is employed to apply the force
required for testing, it shall be pivoted about the lever arm axis and the motion shall be
parallel with the plane of the header or substrate and perpendicular to the edge of the
die being tested. The contact tooling attached to the lever arm shall be at a proper
distance to ensure an accurate value of applied force.
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c) L'outil de contact avec la pastille doit exercer un effort sur le bord de la pastille
sous un angte aussi proche que possible de 90° par rapport a I'embase ou au substrat
sur lequel elle est montée (voir figure 14).

d) Aprés le contact initial avec le bord de la pastilie et pendant I'application de la
force, I'outil ne doit pas se déplacer verticalement par rapport a la pastille et venir en
contact avec I'embase ou le substrat, ou le matériau de fixation de la pastille. Si I'outil
glisse par dessus la pastille, on peut soit prendre une nouvelle pastille, soit replacer la
pastille, a condition que les exigences du point c) de 7.3 soient satisfaites.

7.4 Critéres de défaillance

La force d'attachement d’'une pastille doit étre considérée com )as a
I'essai dans l'un quelconque des cas suivants:
a) sauf prescription contraire dans la spécification applica la pastille
de 'embase ou du substrat & une force non supérieugé 3
1) 4.1 mm? < surface pastille < 10 mm2: 25
2) surface pastille < 4,1 mm?: 6,1 N par pastille;
en a)

au de

pe la

stant

7.6 Renseignements a donner dans la spécification applicable

Si cet essai est exigé dans la spécification applicable, les renseignements suivants
doivent étre fournis:

— Résistance minimale de la fixation de la pastille, si elle différe de celle que donnent
les expressions du point a) de 7.4;

— nombre de dispositifs & essayer et critéres d'acceptation;

—~ exigences pour I'enregistrement des données, si applicables (voir 7.5).
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¢) The die contact tool shall load against an edge of the die which most closely
approximates a 90° angle with the base of the header or substrate to which it is bonded
(see figure 14).

d) After initial contact with the die edge and during the application of force, the contact
tool shall not move vertically with respect to the die such that contact is made with the
header/substrate or die attach media. if the tool rides over the die, a new die may be
substituted or the die may be repositioned, provided that the requirements of item c) of
7.3 are met.

714 Failure criteria

The strength of attachment of a die shall be considered to have failed the any-of the
fgllowing criteria exists:

a) Unless otherwise specified in the relevant specification, die
not greater than the following:
1) 41 mm? < die area < 10 mm?: 25 N;
2) die area < 4,1 mm?: 6,1 N per mm? of die area:
3) die area > 10 mm?; Not applicable (see 7.

b) die éeparation at a force less than 1,25 time ? e and evidence of less
than 50 % adhesion of the die attach medi \

¢) die separation at a force less thg ime ila) apove and evidence of less

than 10 % adhesion of the die attac
)

NOTE - Residual die material attached in discre
ieve separation and the category of the separa-

evidence of such adhesion.

715 Requirements

When specified@ ¢

tion shall be recorded

b) Separation of die from die attach medium.

c) Separation of'die and die attach medium from package.

7|6.\Information to be given in the relevant specification

When this test is required in the relevant specification, the following details shall be given:

— minimum die attach strength if other than that given by the expressions in item a) of
7.4;

— number of devices to be tested and acceptance criteria;
— requirements for data recording, when applicable (see 7.5).
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Direction de
la force
Z %
contact ‘ contact
Pastille
Pastille
Matériau
souple
CEl 103083

NOTE - La charge est distribuée sur le bord de pastiile irrégulier par I'intermédiaire d'un matériau souple.

Figure 12 — Distribution de la charge sur un bord de pastilievueide dessus)

Z .
Outil de /‘ A j\ Outil de
contact contact
./
Pastille
RRRRRRRRERERREE38.
CEl 1031193
NOTE - Le para rotation de I'outil de contact ou du dispositif.
@g ! 3 i¢ I'outil avec la pastille (vue de dessous)

Qutil de
_~" contact

Direction de
la force

Pastille

§\

CEl 1032193

NOTE - L'outil de contact doit appliquer I'effort sur le bord de la pastille qui est perpendiculaire
a I'embase ou au substrat.

Figure 14 — Choix du bord de la pastille pour la mise en contact avec l'outil (vue de c6té)
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of force
Z %
Contact —1 % / Contact
tool tool
Die
fssisrrred
Compliant
material
IEC 103093
NOTE — A compliant interface on the contact tool distributes the load to the irregular edge he die.

Figure 12 — Compliant interface on contact tool (plane v

L, /
Contact / / Contact
tool - A tool
IEC 103193
NOTE - The dig conta d avie g Yotated to ensure paraliel alignment.

Contact

" tool

2
Direction
/ of force

IEC 1032093

NOTE - The contact tool is loaded against the edge of the die which is perpendicular
to the header/substrate.

Figure 14 — Choice of die edge for application of contact tool (elevation)
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